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Gehäusemaßbilder Package Outlines
(Maße in mm, wenn nicht anders angegeben) (Dimensions in mm, unless otherwise specified)

Bild 1 Figure 1

Bild 2 Figure 2
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Bild 3 Figure 3

Bild 4 Figure 4
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Bild 5 Figure 5

Bild 6 Figure 6
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Bild 7 Figure 7

Bild 8 Figure 8
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Bild 9 Figure 9

Bild 10 Figure 10
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Bild 11 Figure 11

Bild 12 Figure 12
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Bild 13 Figure 13

Bild 14 Figure 14
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